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Grundlehrgang Il — Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik (Lehrgangsdauer: 160 Stunden)

I.1 Halbleiterdioden (ca. 22 Std.)
Halbleiterphysik; Halbleiterwerkstoffe; Eigen- und Stérstellenleitfahigkeit; n-und p-
Halbleiter. pn-Ubergang in DurchlaB- und Sperrichtung. Gleichrichter- und Schalt-
dioden; Kennlinien, Kennwerte, Grenzdaten, Kenndaten, Warmewiderstand. Charak-
teristische Eigenschaften von Si-, Ge- und Se-Dioden, Kennzeichnung von Dioden.
Anwendungsbeispiele fir Gleichrichter- und Schaltdioden; Gleichrichterschaltun-
gen, Siebung, Spannungsverdoppler- und -vervielfacherschaltungen, Diodenschal-
ter, Logische Verknipfungen, Begrenzerschaltungen. Z-Dioden; Grundprinzip und
Arbeitsweise, Kennwerte, Kennlinien, Datenblatter. Anwendungsbeispiele; Spannungs-
stabilisierung, Spannungsbegrenzung. Kapazitdtsdioden: Grundprinzip und Arbeits-
weise, Kennwerte, Anwendungsbeispiele. Schottky-Dioden; Grundprinzip, Kennlinien.
MeBiibungen, Fachrechnen.

1.2 Bipolare Transistoren | (ca. 30 Std.)
Grundprinzip; NPN- und PNP-Transistoren, Ge- und Si-Transistoren, Strom- und
Spannungsverstarkung. Kennlinien; Eingangs-, Stromverstarkungs-, Ausgangs-
und Steuerkennlinie. Grenzwerte fir Spannungen, Strome, Verlustleistungen. Sperr-
schicht- und Umgebungstemperatur. Zulassiger Arbeitsbereich. Kenndaten: Gleich-
stromverstarkung; Sattigungsspannung; Restsiréme. Bezeichnungsschema fiir
Transistoren. Einstellung des Arbeitspunktes; Thermische Arbeitspunktstabilisie-
rung, Dimensionierung von Verstarkerstufen. Transistor-Grundschaltungen; Emitter-
und Kollektorschaltung. Wechselstrom-Eingangs- und Ausgangswiderstinde.
Spannungs-, Strom- und Leistungsverstarkung. Charakteristische Eigenschaften-
der Grundschaltungen. Anwendungsbeispiele; Gleichspannungsverstirker, Dar-
lington-Transistor, Wechselspannungsverstérker, Selektive Wechselspannungsver-
starker, Grenzfrequenzen, Leistungsverstérker in A-, AB-, und B-Betrieb, Gegentakt-
verstarker, Schaltverstarker. MeBilbungen, Fachrechnen.

1.3 Feldeffekt-Transistoren (ca. 14 Std.)
Sperrschicht-FETs; Aufbau und Wirkungsweise, Kennlinien, Grenzdaten, Kennda-
ten, Warmewiderstand. MOS-FETs; Selbstleitende und selbstsperrende MOS-FETS,
Aufbau und Wirkungsweise, Kennlinien, Grenzdaten, Kenndaten. MOS-FET-Sonder-
bauformen; Dual-Gate-MOS-FET, VMOS-FET; SIPMOS-FET. Einstellung der Arbeits-
punkte bei den verschiedenen FET-Typen. FET-Grundschaltungen; Source- und
Drainschaltung. Charakteristische Eigenschaften. Wechselstrom-Eingangs-und
Ausgangswiderstande. Spannungsverstérkung und Phasendrehung. Anwendungs-
beispiele; Wechsel- und Gleichspannungsverstarker, Konstantstromqguelle, Steuer-
barer Widerstand. MeBibungen, Fachrechnen.

1.4 Operationsverstarker (ca. 20 Std.)
Grundprinzip, Kennwerte und Bauformen. Grundschaltungen; Eingangs-und Aus-
gangsspannungen. Komparator, Invertierender und Nichtinvertierender Verstarker.
Kompensation von StérgroBen; Eingangsruhestrome, Offset-Spannung, Frequenz-
gange, Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung. OP-Verstéarker mit fre-
quenzunabhangiger Gegenkopplung; .Umkehrverstarker, Elektrometerverstarker,
Spannungsfolger: Anwendungsbeispiele; Addierer, Subtrahierer. OP-Verstarker mit
frequenzabhangiger Gegenkopplung; Integrator, Differenzierer. Wechselspan-
nungsverstarker mit frequenzabhéngiger Gegenkopplung; Anwendungsbeispiele.
Spannungsfolger. Anwendungsbeispiele; Addierer, Subtrahierer. OP-Verstarker mit
frequenzabhéngiger Gegenkopplung; Integrator, Differenzierer. Wechselspan-
nungsverstarker mit frequenzabhéangiger Gegenkopplung; Anwendungsbeispiele.
Filter; Aktiver TiefpaB, Aktiver HochpaB. OP-Verstéarker mit Leistungsendstufe: End-
stufe mit Transistoren, Integrierte Leistungsendstufe. MeBiibungen, Fachrechnen.

1.5 Sensoren .. (ca. 16 Std.)
Spannungsabhangige Wlders&nde Grundprmzup und Kennlinien von VDRs;
Anwendungsbeispiele. Temperatursensoren Kennlinien und Kennwerte von NTC-
Widerstdnden, PTC-Widerstdnden und Silizium-Temperatursensoren. Aufbau und
Ausfihrungsformen, Kennlinienkorrektor, Bauformen und Anwendungsbeispiele.
Magnetfeldabhangige Sensoren; Kennlinien- und Kennwerte von magnetoresistiven
und Halleffekt-Sensoren, Bauformen und Anwendungsbereiche. Dehnungsabhén-
gige Sensoren, Kennwerte und Kennlinien von piezoresistiven Sensoren, Wider-
stands- und Halbleiter-DehnungsmeBstreifen, Piezoelektrische Sensoren, Baufor-
men und Anwendungsheispiele. Lichtempfindliche Sensoren; Lichttechnische
GrundgréBen, Kennlinien und Kennwerte von lichtempfindlichen Fotohalbleitern,
Fotowiderstanden, Fotoelementen und Solarzellen, Fotodioden, Fototransistoren.
Bauformen und Anwendungsbeispiele. MeBubungen, Fachrechnen.

I.6 Lichtemittierende Fotohalbleiter, Lichtwellenleiter und Anzeigeeinheiten

(ca. 8 Std.)
Lichtemittierende Fotaghalbleiter; Kennlinien und Kennwerte von LEDs fiir sichtbares
und infrarotes Licht. Bauformen und Anwendungsbeispiele. Lichtwellenleiter zur
Signallibertragung; Grundprinzip und Arbeitsweise von LWLs. Kennlinien und Kenn-
werte von Leistungs-LEDs, Laserdioden, PIN-Fotodioden und Fototransistoren. Bau-
formen und Anwendungsbeispiele. LED- und LCD-Anzeigen; Grundprinzip und
Arbeiisweise. Bauformen und Anwendungsbeispiele. Vakuum-Flureszenz-Anzei-
gen. MeBubungen, Fachrechnen.

II.7 Logische Schaltungen und Signalspeicher (ca. 32 Std.)
Grundfunktionen logischer Verknipfungen; UND-, ODER-, NICHT-, NAND-, NOR-,
EXCLUSIV-ODER- und AQUIVALENZ-Verkntipfungen. Schaltungstechnik logischer
Verknipfungselemente; Schaltzeiten, Signalpegel, TTL-Familien, CMOS-Familien.
Belastungsfélle von TTL- und CMOS-Bausteinen. Bausteine mit Open-Collector-und
Tri-State-Ausgéangen. Analyse logischer Schaltnetze; Ermittiung von Funktionstabel-
len, Funktionsgleichungen und Signal-Zeit-Planen. Umwandlung von Schaltnetzen.
Anwendungsbeispiele. Synthese logischer Schaltnetze; Synthese aufgrund von vor-
gegebenen Funktionsgleichungen oder Wahrheitstabellen. ODER-Normalform,
UND-Normalform, Entwurf und Realisierung von Schaltnetzen. Anwendungsbei-
spiele. Vereinfachung logischer Schaltnetze; Aufstellen von KV-Tafeln, Zusammen-
fassen von Feldern. Anwendungsbeispiele. D-Kippaglieder; Funktion, Statische und
Flankensteuerung, Signal-Zeit-Plan, Wahrheitstabelle, Bausteine. Anwendungsbei-
spiele. JK-Kippglieder; Funktion, Ein- und Zweiflankensteuerung, Signal-Zeit-Plan,
Wabhrheitstabelle, Bausteine. Anwendungsbeispiele. MeBiibungen, Fachrechnen.

1.8 Thyristoren (ca. 12 Sid.)
Einrichtungs-Thyristoren; Technologischer Aufbau und Wirkungsweise, Ziindung,
DurchlaBverhalten und Léschen von Thyristoren, Kennwerte, Kenndaten, Grenzda-
ten, Verlustleistung, Thermische und dynamische Kennwerte. SchutzmaBnahmen,
Uberstrom- und Uberspannungsschutz. Geh4useformen und Kennzeichnung von
Thyristoren. Zweirichtungs-Thyristortrioden; Technologischer Aufbau und Wir-
Kungsweise, Kennwerte, SchutzmaBnahmen, Gehauseformen und Kennzeichnung
von Triacs. Zlundverfahren; Thyristorbetrieb mit Gleichspannungs- und Wechsel-
spannungszindung. Impulszindung mit Einrichtungs- sowie Zweirichtungs-Thyri-
stordioden, Impulsziindung mit integrierten Schaltungen. Anwendungsbeispiele;
Phasenanschnittsteuerungen mit RC-Glied, mit Triac und Diac, mit integrierten
Schaltungen. MeBilibungen, Fachrechnen.

1.9 AbschiuBpriifung Il (ca. 6 Std.)

Schrifliche Prifung (120 Minuten); Praktische Priifung (120 Minuten); AbschluBbe-
sprechung.

. Punktzahl
Notenspiegel okt

100 — 92

91 — 81

80 — 67

66 — 50

49 — 30

29 —0

Notenstufe

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenigend

Zur Ermittlung der Gesamtnote wird die

berechnete Gesamtpunktzahl aufgerun-
det.



